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ВВЕДЕНИЕ

Экстремальные требования, предъявляемые к электронной 

компонентной базе в современных радиоэлектронных систе-

мах, требуют создания специальных СВЧ приборов, интегри-

рованных в аппаратуру, и схемотехнических решений, оптими-

зирующих их использование. Важнейшее значение при этом 

имеет выбор полупроводникового материала, на котором реа-

лизуются СВЧ приборы. 

Внедрение СВЧ приборов на новых широкозонных полупро-

водниковых материалах (нитрид галлия, карбид кремния, алмаз и 

др.) позволит существенно повысить уровень излучаемой мощно-

сти во всех частотных диапазонах и расширить диапазон рабочих 

частот радиоэлектронных систем до КВЧ и ГВЧ [B1].

В литературе имеется целый ряд книг и учебников, посвя-

щенных, в частности, физике и технологии транзисторов на 

кремнии и арсениде галлия, а также – широкозонным полу-

проводникам [В2–В4].

Мощные высокотемпературные и радиационностойкие 

СВЧ транзисторы на широкозонных гетероструктурах нитрида 

галлия уже сейчас позволяют создавать новейшие перспектив-

ные радиоэлектронные системы гражданского и специального 

назначения. СВЧ транзисторы на нитриде галлия позволяют 

устранить основную причину, сдерживающую создание твер-

дотельных радиолокационных станций в диапазоне частот 

4–18 ГГц, а именно: недостаточный уровень выходной мощно-

сти СВЧ транзисторов на основе арсенида галлия [В1]. 

В настоящее время большое число ученых и научных групп 

в разных странах занято решением проблем создания приборов 

на широкозонных полупроводниках. К 2011 году опубликова-

но несколько тысяч научных статей и обзоров, среди которых 

следует, прежде всего, отметить достаточно обстоятельный 

обзор на английском языке [В5] и на русском языке – обзоры 

[В6–В10].

Следует отметить, что в области СВЧ техники наша страна 

всегда занимала ведущие позиции. Авторы надеются, что эта 
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книга поможет пробудить интерес студентов ВУЗов к специа-

лизации в области  твердотельной СВЧ электроники на широ-

козонных полупроводниках.

В первой главе настоящей книги рассмотрены параметры 

широкозонных полупроводников, физика двумерного газа и 

транспортные явления в гетеропереходах.

Во второй главе рассмотрены физика гетеропереходов на 

широкозонных полупроводниках и структуры транзисторов на 

основе GaN, алмаза и карбида кремния.

В третьей главе рассмотрена технология создания GaN 

СВЧ транзисторов.

В четвертой главе рассмотрены методы контроля параме-

тров GaN СВЧ приборов на стадии их разработки и производ-

ства [B11–B13].

В пятой главе рассмотрены методы контроля параметров 

и проблемы надежности СВЧ транзисторов на широкозонных 

полупроводниках.

При написании этого учебного пособия использован опыт 

чтения лекций авторами книги на факультете электроники 

МИРЭА для студентов различных специальностей, в частно-

сти для студентов базовой кафедры «Твердотельная электрони-

ка» при ФГУП «НПП «Пульсар».

В книге также использован опыт разработки СВЧ транзи-

сторов на широкозонных полупроводниках, накопленный в 

течение последнего десятилетия в ФГУП «НПП «Пульсар».

Авторы выражают благодарность сотрудникам ФГУП 

«НПП «Пульсар», а также рецензентам профессору Таиро-

ву Ю.М. и профессору Тришенкову М.А., замечания которых 

способствовали улучшению содержания настоящей книги.
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